附件3
四川省电子信息产业集成电路与新型显示

重大科技专项项目申报指南

    总体绩效目标：研发重大创新产品15个，突破关键核心技术42项，申请或授权发明专利56件，带动实现销售收入（或产值）36亿元。
资金支持方式：专项资金采取前补助支持方式。

实施周期：2023年11月--2027年12月。

有关要求：

1.每个项目的联合申报单位原则上不超过5个，下设课题原则上不超过5个。

2.项目负责人须具有高级职称，课题负责人须具有高级职称或博士学位。目前承担有四川省科技计划其他类别在研项目和申报过2023年度其他项目的负责人，可申报重大科技专项项目1项。目前还在限制申报期内的项目负责人不得牵头申报。

3.牵头申报企业2022年主营业务收入须超过5000万元，或者利润须超过1000万元。

4.在符合条件的情况下，优先支持省创新联合体、国家实验室、国家技术创新中心、全国重点实验室的主要依托企业。
支持方向和重点：

集成电路。
1.1嵌入式非挥发性存储器IP研发。

（1）研究内容。开展多次可编程存储技术、单次可编程存储技术、多晶硅栅电熔丝技术等非挥发性存储器的关键技术研究，提高编程速度、擦除速度、数据保持时间等指标。研究标准工艺的嵌入式存储IP设计，适应标准工艺的IP环境，减少额外光罩层次或工艺步骤，可实现快速导入芯片设计。设计并开发符合ISO 26262标准的车规级嵌入式非挥发性存储IP产品，提升其操作温度、高温操作寿命、高温数据保持时间等指标。
（2）考核指标。突破关键技术3项以上，申请或授权发明专利5项以上，形成产品不少于2个，针对汽车电子芯片的需求，在国内主流工艺平台进行车规级验证，技术成果应用于汽车电子相关企业。

（3）有关说明。拟支持1项，支持专项资金不超过800万元；企业牵头申报，鼓励产学研联合申报，自筹经费与申请专项资金比例不低于2：1。
1.2基于PCI/SATA二合一的高速存储接口COMBO PHY IP核。

（1）研究内容。研究开发符合SATA3.0协议及PCIE2.0协议的多功能高速存储接口COMBO PHY IP核，完成IP授权；形成国外同类替代产品，支持1.5G/2.5G/5G/6G等节点高速数据收发，支持PCS子层功能，具备外信号通讯、低功耗模式切换等功能，符合SATA3.0及PCIE2.0的一致性测试规范电气特性。
（2）考核指标。突破关键技术3项以上，申请或授权发明专利4件以上，形成IP授权不少于5项，技术成果应用于存储主控芯片和数据运算相关企业。

（3）有关说明。拟支持1项，支持专项资金不超过800万元；企业牵头申报，鼓励产学研联合申报，自筹经费与申请专项资金比例不低于2：1。

1.3四通道射频多功能芯片研发。

（1）研究内容。研究高精度电磁场协同仿真技术，提高仿真精度和设计效率；开展多通道集成MCM芯片设计研究，在实现多功能、高性能情况下，减小封装尺寸；研究新型低功耗高线性度放大结构设计，提高线性度、降低功耗等关键指标；研究高可靠性封装技术，提高高温工作要求下各项指标稳定性。
（2）考核指标。研发多通道集成MCM芯片，突破关键核心技术不少于3项，申请或授权发明专利5件以上，形成产品2个以上，技术成果应用于无线通信相关企业，实现国产化产品供应。

（3）有关说明。拟支持1项，支持专项资金不超过1000万元；企业牵头申报，鼓励产学研联合申报，自筹经费与申请专项资金比例不低于2：1。

1.4毫米波核心芯片关键技术研究。

（1）研究内容。开展高性能收发通道芯片和电源管理芯片一体化优化设计、宽电压范围CMOS电源管理以及多通道电流采样等技术研究，提高无线通信系统发射机的动态适应范围；研究硅基收发通道高隔离度技术，减少功能模块相互干扰；研究高频段毫米波噪声抑制大功率输出技术，提高灵敏度和可靠性；开展毫米波高功率及低噪声放大技术研究，提升放大器芯片的饱和输出功率，增加射频芯片功率。研制拥有自主知识产权的具有电源管理功能的高功率、低噪声收发前端芯片。

（2）考核指标。突破关键技术4项以上，申请核心芯片发明或授权专利不少于5件，形成产品2个以上，技术成果应用于下一代无线通信企业。

（3）有关说明。拟支持1项，支持专项资金不超过800万元；企业牵头申报，鼓励产学研联合申报，自筹经费与申请专项资金比例不低于2：1。
1.5高密度、高效率SiC JBS功率芯片制备。

（1）研究内容。针对新能源充电桩等小型化、高效率电源装备领域所急需的高频高压SiC二极管产品需求，开展SiC结势垒二极管器件的大规模制造技术研究，突破高压低导通压降结型二极管载流子输运机理和结构设计优化技术；突破阳极接触、SiC刻蚀、衬底减薄、激光退火欧姆接触等工艺技术，具备开展SiC JBS器件大规模生产制造的技术和能力。从高压低导通压降结势垒二极管结终端设计优化、关键工艺技术开发、器件流片研制与测试三个方面开展系统研究，解决SiC结势垒二极管器件制造技术中阴极制备、器件热管理优化、良率提升等关键工艺瓶颈问题。研发高频高压SiC JBS二极管及碳化硅二极管器件。

（2）考核指标。突破关键技术不少于2项，申请或授权发明专利6件以上，形成产品2个以上，技术成果应用于汽车电子相关企业。

（3）有关说明。拟支持1项，支持专项资金不超过800万元；企业牵头申报，鼓励产学研联合申报，自筹经费与申请专项资金比例不低于2：1。

1.6功率芯片封测工艺研发与应用。

（1）研究内容。研究高功率密度、无引脚封装结构、低封装损耗和优化散热等封装技术，突破高功率大芯片低损耗技术和热管理技术；研究封装系统电磁兼容与信号隔离、多排阵列框架、大电流低热阻封装技术，实现功率器件低信号延迟、高可靠性、良好传导、低阻抗大电流能力。研究建立具有全面自主知识产权、产品成熟度高的功率芯片研发设计、封测平台，开发电流达300A的汽车功率芯片封测模组。
（2）考核指标。突破关键技术不少于3项，申请或授权发明专利5件以上，形成产品3个以上，产品转化应用于汽车电子相关企业。

（3）有关说明。拟支持1项，支持专项资金不超过300万元；企业牵头申报，鼓励产学研联合申报，自筹经费与申请专项资金比例不低于2：1。

1.7超高速800G光模块封装测试研究。

（1）研究内容。研究高精度贴装与高集成度混合封装技术，实现自动化光学封装；开发高精度多维光学耦合系统，开展先进耦合算法研究，提高耦合效率；突破光电接口带宽限制，实现基于直接调制方案的低成本单通道200G超高速率数据传输。研制超高速800G光模块等系列产品，包括硅光平台马赫·曾德尔调制器/大功率连续光波激光器，实现并行多路的共享光源架构；研制四通道EML激光器，确保高可靠性气密封装架构。
（2）考核指标。突破关键技术不少于3项，申请或授权发明专利5件以上，形成产品2个以上，实现低功耗、高集成和高速率性能的硅光模块的推广与应用，技术成果应用于数据中心相关企业。

（3）有关说明。拟支持1项，支持专项资金不超过500万元；企业牵头申报，鼓励产学研联合申报，自筹经费与申请专项资金比例不低于2：1。
2.新型显示。

2.1全面屏柔性AMOLED显示技术研究。

（1）研究内容。面向柔性AMOLED全面屏超高屏占比、无开口屏下摄像功能等需求，开展柔性AMOLED面板多种像素密度混合驱动设计、研制工艺和测试技术研究；研究摄像头对应区域高像素密度、高MDL透过率、高亮度和高寿命显示等关键技术，相关指标满足产业化要求。

（2）考核指标。突破关键技术3项，申请或授权发明专利3件以上，形成全面屏产品2~3个。技术成果应用于新一代屏下摄像手机，形成真正意义上的全面屏。

（3）有关说明。拟支持1项，支持专项资金不超过1000万元；企业牵头申报，鼓励产学研联合申报，自筹经费与申请专项资金比例不低于2：1。

2.2高画质低功耗可折叠柔性AMOLED显示技术研究。

（1）研究内容。开展柔性AMOLED超薄堆叠结构仿真与设计，降低功耗的同时不影响显示画质；研究开发超薄可弯折高折射率材料，满足厚度需求与信赖性测试标准；开展弯折堆叠设计研究，通过优化堆叠设计，避免EES结构与现有堆叠发生分层、断裂等。研发可折叠柔性AMOLED显示产品，其弯曲半径、功耗、显示MDL反射率和厚度、常温动态弯折、温湿度条件动态弯折等技术指标性能优异。

（2）考核指标。突破关键技术3项，申请或授权发明专利3件以上，形成产品2-3个。技术成果应用于高分辨率超薄柔性折叠终端屏，支持大尺寸柔性显示终端制造。

（3）有关说明。拟支持1项，支持专项资金不超过1000万元；企业牵头申报，鼓励产学研联合申报，自筹经费与申请专项资金比例不低于2：1。

2.3 8K激光移轴变焦投影关键技术研究。

（1）研究内容。开展基于振镜组合DLP芯片的方案设计，缩小光学系统体积；研究移轴镜头技术，实现影像位置电动调整；突破镜头自动调焦技术，解决调整后不同位置画质和解析度变差的问题；突破振镜自动相机优化技术，实现振镜参数最优化，确保像质最佳。研发高解析、高亮度、高色域8K激光移轴长焦投影显示产品。

（2）考核指标。突破关键技术3项，申请或授权发明专利3件以上，形成产品2~3个。技术成果应用于激光投影显示生产企业，并实现批量化生产。
（3）有关说明。拟支持1项，支持专项资金不超过560万元；企业牵头申报，鼓励产学研联合申报，自筹经费与申请专项资金比例不低于2：1。

2.4超低散斑激光显示光学屏技术研究。

（1）研究内容。研究激光显示中复合散斑的自相关特性和功率谱分布，建立复合散斑模型和实验方法，突破光学屏领域散斑抑制技术；建立光学屏融合架构的光学仿真、光利用效率的评价体系和测试方法，为行业提供更高效评价标准，促进行业技术升级；研究基于微纳结构的表面光整形技术，突破现有光扩散技术的能量利用极限，提升屏幕的光利用效率，实现光机小型化、节能化的环保需求；开展基于粒子的光散射、吸收和辐射模型研究，实现更优异的光散射分布，达到超清与均匀画质的视觉效果。

（2）考核指标。突破关键技术3项，申请或授权发明专利3件以上，制定行业标准1项，形成产品2~3个。大尺寸高分辨率激光投影显示屏产品在家用环境、影院环境等场景取得良好应用示范效果。

（3）有关说明。拟支持1项，支持专项资金不超过560万元；企业牵头申报，鼓励产学研联合申报，自筹经费与申请专项资金比例不低于2：1。
2.5高世代产线用高精度掩膜版技术研究。
（1）研究内容。开展掩膜版涂布技术研究，掌握G6及以上产线高精度光阻涂布技术，实现该尺寸领域光阻涂布技术自主化；开展高精度激光直写技术研究，掌握高PPI图形Mura控制技术、多图形混版Mura控制技术；开展图形精度测量及校正技术研究，掌握高精度DCM补偿技术；开展高精度缺陷修复技术研究，掌握高PPI图形、复杂图形修复技术。

（2）考核指标。突破关键技术3项，申请或授权发明专利3件以上，形成产品2-3个，研究成果应用于G6及以上高精度二元及半色调掩膜版的生产制造。

（3）有关说明。拟支持1项，支持专项资金不超过560万元；企业牵头申报，鼓励产学研联合申报，自筹经费与申请专项资金比例不低于2：1。
2.6 AMOLED用磷光发光材料国产化关键技术研究。

（1）研究内容。开展OLED发光材料有机分子发光过程激发态调控、分子设计、发光器件优化等方面研究，完成OLED有机发光材料红、绿、蓝发光和主体材料结构研制并满足工业应用，形成具有完全自主知识产权的有机磷光发光材料的国产化供应。

（2）考核指标。突破关键技术3项，申请或授权发明专利3件以上，形成产品2~3个，发光材料应用于OLED生产厂家。

（3）有关说明。拟支持1项，支持专项资金不超过760万元；企业牵头申报，鼓励产学研联合申报，自筹经费与申请专项资金比例不低于2：1。
2.7大幅宽PMMA偏光片基膜关键技术研究。

（1）研究内容。开展大宽幅PMMA基膜制备关键技术研究，掌握光学树脂共挤技术和共挤特种配方，克服PMMA材料脆性缺陷导致的边部破膜问题；掌握宽幅双向同步光学拉伸技术，在2.5米大宽幅、超薄、超高运行机速情形下，位相差等光学性能均一。

（2）考核指标。研制具有低透湿性、高透过率、位相差均一的大宽幅偏光片基膜，突破关键技术3项，申请或授权发明专利3件以上，形成产品2~3个，产品支撑新型显示光学薄膜核心膜材国产化制备。在大宽幅偏光片生产厂家取得应用。

（3）有关说明。拟支持1项，支持专项资金不超过560万元；企业牵头申报，鼓励产学研联合申报，自筹经费与申请专项资金比例不低于2：1。


